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Ｈｉｇｈｐｏｗｅｒｂｌｕｅｌａｓｅｒｉｓｏｆｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｉｎｔｅｒｅｓｔ
ｉｎｌａｓｅｒｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎｄｉｓｐｌａｙ．Ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌｌｙ，ｂｌｕｅｌａｓｅｒ
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ｔｒａｃｔｉｖｅｆｏｒｔｈｅｉｒｈｉｇｈｐｏｗｅｒａｎｄｅｘｃｅｌｌｅｎｔｂｅａｍ
ｑｕａｌｉｔｙ［１～６］．Ｔｈｅｙｃａｎｂｅｕｓｅｄｉｎａｗｉｄｅｒａｎｇｅｏｆ
ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓｉｎｃｌｕｄｉｎｇｆｉｂｅｒｌａｓｅｒｐｕｍｐｓｏｕｒｃｅ，ｉｎｔｒａ
ｃａｖｉｔｙｆｒｅｑｕｅｎｃｙｄｏｕｂｌｉｎｇ，ｍｏｄｅｌｏｃｋｉｎｇ［７］，ｔｕｎｉｎｇｏｆ
ｔｈｅｗａｖｅｌｅｎｇｔｈ［８］，ｒａｄａｒａｎｄｆｒｅｅｓｐａｃｅｃｏｍｍｕｎｉｃａ
ｔｉｏｎ．Ｉｎｔｈｅｓｅｌａｓｅｒｓ，ａｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｍｕｌｔｉｑｕａｎｔｕｍ
ｗｅｌｌｓａｃｔｉｖｅｒｅｇｉｏｎａｎｄａｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄＢｒａｇｇｒｅｆｌｅｃｔｏｒ
（ＤＢＲ）ｓｔａｃｋｗｉｔｈａｔｈｉｃｋｏｆａｆｅｗｍｉｃｒｏｎｓ，ａｒｅ
ｍｏｕｎｔｅｄｏｎｔｈｅｈｅａｔｓｐｒｅａｄｅｒｏｒｈｅａｔｓｉｎｋ，ｒｅｓｕｌｔｉｎｇ
ｉｎｅｆｆｉｃｉｅｎｔｈｅａｔｄｉｓｓｉｐａｔｉｏｎｗｈｉｃｈｍａｋｅｓＶＥＣＳＥＬｂｅ
ｃｏｍｅａｓｔｒｏｎｇｃａｎｄｉｄａｔｅｉｎｐｏｗｅｒｓｃａｌａｂｌｅｌａｓｅｒｓ［２，３］．
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Ｏｐｔｉｃａｌｐｕｍｐｉｎｇｏｆｍｕｌｔｉｑｕａｎｔｕｍｗｅｌｌｓｉｓｔｈｅｍｏｓｔ
ｓｔｒａｉｇｈｔｆｏｒｗａｒｄｗａｙｔｏａｃｈｉｅｖｅａｕｎｉｆｏｒｍｃａｒｒｉｅｒｄｉｓ
ｔｒｉｂｕｔｉｏｎｏｖｅｒａｌａｒｇｅｐｕｍｐａｒｅａ，ａｎｄｉｓｐａｒｔｉｃｕｌａｒｌｙ
ａｄｖａｎｔａｇｅｏｕｓｆｏｒｍｕｌｔｉｗａｔｔｏｐｅｒａｔｉｏｎ．Ｔｈｅｅｘｔｅｒｎａｌ
ｏｕｔｐｕｔｃｏｕｐｌｅｒ（ｍｉｒｒｏｒ）ａｎｄｐｕｍｐｓｐｏｔ（ａｐｅｒｔｕｒｅ）
ｌｅａｄｓｔｏｔｒａｎｓｖｅｒｓｅｍｏｄｅｏｐｅｒａｔｉｏｎ．Ｔｈｅｓｅｌａｓｅｒｓａｒｅ
ｒｅｌａｔｉｖｅｌｙｉｎｓｅｎｓｉｔｉｖｅｔｏｔｈｅｐｕｍｐｗａｖｅｌｅｎｇｔｈｖａｒｉａ
ｔｉｏｎ，ｍａｋｉｎｇｔｈｅｏｖｅｒａｌｌｐａｃｋａｇｅｂｅｃｏｍｅｌｏｗｃｏｓｔ
ａｎｄｓｉｍｐｌｅ．Ｒｅｃｅｎｔｌｙ，ＶＥＣＳＥＬｃｏｍｂｉｎｅｄｗｉｔｈｉｎ
ｔｒａｃａｖｉｔｙｆｒｅｑｕｅｎｃｙｄｏｕｂｌｉｎｇｈａｓｂｅｅｎｅｍｅｒｇｅｄａｓａ
ｐｒｏｍｉｓｉｎｇｓｏｌｕｔｉｏｎｔｏｐｒｏｖｉｄｅｖｉｓｉｂｌｅｌｉｇｈｔｓｏｕｒｃｅｓｆｏｒ
ｄｉｓｐｌａｙ［９］．Ｃｈｉｌｌａａｎｄｈｉｓｃｏｌｌｏｇｕｅｓｒｅｐｏｒｔｅｄｈｉｇｈ
ｐｏｗｅｒｇｒｅｅｎａｎｄｂｌｕｅＶＥＣＳＥＬｓ．Ｈｏｗｅｖｅｒ，ｔｈｅｏｐｔｉ
ｃａｌｔｈｒｅｓｈｏｌｄｐｏｗｅｒｆｏｒｔｈｅ４６０ｎｍｌａｓｅｒｉｓｈｉｇｈｅｒ
ｔｈａｎｔｈａｔｏｆ５３０ｎｍｌａｓｅｒ［６］ａｎｄｅｖｅｎｈｉｇｈｅｒｔｈａｎ
ｔｈａｔｏｆ４８８ｎｍｌａｓｅｒ［２］．Ｓｉｎｃｅｔｈｅｆｒｅｑｕｅｎｃｙｄｏｕ
ｂｌｉｎｇｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙｆｏｒｔｈｅ４６０ｎｍｉｓｉｎｔｒｉｎｓｉｃａｌｌｙｈｉｇｈｅｒ
ｔｈａｎｔｈｏｓｅｏｆｌｏｎｇｅｒｗａｖｅｌｅｎｇｔｈｌａｓｅｒｓｄｕｅｔｏｉｔｓ
ｈｉｇｈｅｒｅｎｅｒｇｙ，ｔｈｅｈｉｇｈｅｒｔｈｒｅｓｈｏｌｄｐｏｗｅｒｏｆ４６０ｎｍ
ｍａｙｂｅｍａｉｎｌｙｃａｓｅｄｂｙｉｔｓｌｏｗｅｒｏｐｔｉｃａｌｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙｏｆ
９２０ｎｍＶＥＣＳＥＬ．Ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ，ｗｅｓｈｏｕｌｄａｎａｌｙｚｅａｎｄ
ｏｐｔｉｍｉｚｅｔｈｅｓｔｒｕｃｔｕｒｅｏｆｈｉｇｈｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ９２０ｎｍ
ＯＰＳＶＥＣＳＥＬ．
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９２０ｎｍ光抽运垂直外腔面发射半导体激光器结构设计
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摘要：设计并优化了一种用８０８ｎｍ的大功率激光二极管为抽运光源，Ｉｎ０．０９Ｇａ０．９１Ａｓ量子阱结构为增益介质
的９２０ｎｍ光抽运半导体垂直外腔面发射激光器。运用有限元方法，对激光器的电特性方程和光特性方程求
自洽解，计算了器件各种特性参量。分析了单个周期内不同阱的个数（１，２和３）、不同阱深、不同垒宽、不同
非吸收层组分、不同非吸收层尺寸条件下，器件性能的改变，特别是模式、阈值和光光转换效率的改变，从而
选择一个最佳的结构。
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